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Inventia se refera la electronica, in particular la 5 tecd cu solutie de ZnCl,, iar prelucrarea termica se
tehnologia semiconductoarelor. efectueaza in conditia T't = (6,3 — 8,5)10° gradh,
Procedeul de obtinere a peliculelor de polisulfuri unde:
include depunerea compusului sulfidic pe un suport T - temperatura de prelucrare,
si prelucrarea termica ulterioara. Noutatea constd in t - timpul de prelucrare.
aceea ca suportul se prelucreazd preliminar cu 10 Revendicari: 1

solutie de ZnCl,, se usuca la temperatura de 373 K,
compusul sulfidic Zn,In,S;. (x =1, 2, 3, 5) se ames-
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Descriere:

Inventia se referd la electronica, in particular la tehnologia semiconductoarelor.

Sunt cunoscute, elaborate si implementate in practicd multe dispozitive In baza compusilor
Zn,In,S;.,(unde x=1, 2, 3 51 5) [1-3].

Mai este cunoscut procedeul de obtinere a peliculelor de polisulfuri care include depunerea
compusului sulfidic pe un suport si prelucrarea termica ulterioara.

Neajunsurile acestui procedeu constd in utilizarea unei instalatii foarte complexe si imposi-
bilitatea obtinerii materialelor sus-numite pe suprafete mari.

Problema inventiei constd in simplificarea obtinerii multisulfizilor si obtinerea lor pe suprafete
mari.

Procedeul, conform inventiei inlatura dezavantajele mentionate mai sus prin aceea ca include
depunerea compusului sulfidic pe un suport si prelucrarea termica ulterioara. Noutatea consta in aceea
ca suportul se prelucreaza preliminar cu solutie de ZnCl,, se usucad la temperatura de 373 K,
compusul sulfidic Zn,In,S;. (x =1, 2, 3, 5) se amesteca cu solutie de ZnCl,, iar prelucrarea termica
se efectueaza in conditia T't = (6,3 — 8,5)103 grad-h, unde:

T - temperatura de prelucrare,

t - timpul de prelucrare.

Rezultatul inventiei constd In micsorarea temperaturilor utilizate la prelucrarea termica.

Exemplu de realizare a inventiei.

Pulberea compusului ZnIn,S;,.(x=1, 2, 3, 5) se amesteca in solutie de ZnCl,. Se alege suportul
pe care dorim sa obtinem pelicula. El se curdta bine. Dupa aceasta se prelucreaza cu aceeasi solutie
ZnCl, si se usuca. Pe suport se depune lichidul compusului de o grosime dorita, care, la randul sau, de
asemenea tot se usuca. E de dorit ca operatia sa fie efectuatd intr-un timp scurt de cateva minute, pe
un resou electric inchis, la temperatura ~373 K. Dupa aceasta, pelicula obtinuta se prelucreaza termic
la temperatura T grade K in timpul t ore, adica la o anumita valoare a produsului T-t exprimata in K-
ore. Aceasta operatie tehnologica contribuie la cresterea adeziunii intre pelicula propriu-zisa si suport,
la ordonarea materialului peliculei, precum si la cresterea lui orientatd, ceea ce este foarte important.
La o valoare mare a produsului T-t, poate fi obtinutad doparea peliculei prin difuzia cu materialul
suportului. De exemplu: la T=273K, in t=11 ore obtinem produsul T=8,5-10° K-ore, iar la T=773 K,
in t=8,15 ore — T=6,3-10° K-ore. Experientele ne demonstreazi, ci acesta este intervalul optim de
prelucrare. Pentru a obtine sensibilitatea optimd a unui dispozitiv de aplicare anumita este bine de
dopat suspensia sau de prelucrat special compusul initial (pulberea sau cristalul masiv), iar apoi sa fie
utilizat. De exemplu, in cazul celulei solare este necesara o sensibilitate Tnaltd in domeniul vizibil al
luminii cu o semildtime spectrald sporitd. Aceastd conditie poate fi creatd in rezultatul doparii
compusului cu Ni de o anumitd concentratie. Doparea compusului ZnIn,S4 cu aceasta impuritate, cu
concentratia de 3,7-10" cm™, di cea mai mare sensibilitate py/p;=3,0-10° si cuprinde diapazonul
spectral 470 — 600 nm cu maximul la 520 nm. in acest caz valoarea aceasta este optima, dar cand
compusul este nedopat special, avem py/p;=10, cuprinzand diapazonul 490 — 520 nm cu maximum
550 nm. Aceastd concluzie este demonstrata elocvent de datele prezentate in tabel.

Parametrii monocristalelor Znln,S,:Ni

Concentratia pi/p1la 100 Lx Spectrul, nm Maximum, nm
Ni, cm”
1,2-107 7,5:10° 420-520 500
3,7-107 3,10-10° 470-600 530
1,0-10% 21 480-600 590
Nedopat 10 490-690 550

Componenta chimica §i omogenitatea peliculelor obtinute a fost verificata prin examinarea lor cu
ajutorul analizei reontgenostructurale si microanalizei cu microsonda electronici. in urma verificirii
caracteristicilor fotoelectronice ale esantioanelor preparate s-a constatat, cd ele coincid spectral cu
cele ale compusului masiv, cu exceptia sensibilitatii, care-i putin mai mica. Pentru ZnIn,S,.:Ni la
concentratia impuritatii 3,7-10'® cm™, sensibilitatea este p/p;=10°. Acest rezultat se explica prin faptul
ca cristalele au o perfectiune mai 1naltd decat peliculele.

Asadar, procedeul propus de obtinere a peliculelor multisulfizilor stratificati pe orice suport
metalic, orientat §i neorientat, este simplu, putin costisitor si posibil de realizat in conditii de laborator
sau intreprindere industriald. Toate procesele tehnologice se efectueaza in conditii atmosferice
obisnuite, prelucrarea termica la temperaturi mari poate fi infaptuita in vid.
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(57) Revendicare:

Procedeu de obtinere a peliculelor de polisulfuri, care include depunerea compusului sulfidic
pe un suport si prelucrarea termicd ulterioard, caracterizat prin aceea ca suportul se prelucreaza
preliminar cu solutie de ZnCl,, se usuca la temperatura de 373 K, compusul sulfidic Zn,In,S;. (x =
1, 2, 3, 5) se amesteca cu solutie de ZnCl,, iar prelucrarea termica se efectueaza in conditia T't = (6,3
—8,5)10° grad-h, unde:

T - temperatura de prelucrare,
t - timpul de prelucrare.
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